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 ※概要（Summary ）： 

ReRAM デバイスの開発をすすめるため，開発研究を進

めている材料薄膜に対して微細加工を施し，デバイス

形状にし，その特性評価等を進めることで材料開発へ

のフィードバックを行う． 

 
※実験（Experimental）： 

SiO2/Si 基板上に TiN 下部電極， SiO2絶縁層を成膜し

た後，ズース MA6 を用いたフォトリソグラフィー，

EIS-700 を用いた反応性イオンエッチングにより 2～

200μm のコンタクトホールを形成した．フォトリソグ

ラフィーによるパターニングの後，スイッチ層である

MoOx，上部電極である Pt/Cu を成膜してテスト試料と

した．これらの試料に対して室温，大気中で I-V 測定

を行い，印加電圧の極性依存性がある ReRAM のバイ

ポーラ特性について評価した． 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

典型的なバイポーラ特性を得ることができた．初期化

にあたる Forming により抵抗値が数ケタ減少し，その

後の電圧極性変化（負電圧印加）により「低抵抗（LRS）

⇒高抵抗（HRS）」の変化(RESET)を示した．再度の極

性変化により抵抗が「HRS⇒LRS」へとスイッチ(SET)

した．繰り返し特性として 103 回以上の動作を確認で

きた．コンタクトホール内に ReRAM 素子を埋め込む

ことで大気環境の影響を受け難くなったことにより安

定動作が実現したと考えられる．HRS の抵抗値はデバ

イス面積に比例したが，LRS ではデバイスサイズによ

らなかった．これは Cu イオンの電界移動による微細伝

導パス形成を示唆する．LRS の保持特性を評価したと

ころ約 50 秒で高抵抗化した．今後は MoOxの薄膜化，

素子微細化による特性向上を目指す． 

 
※その他・特記事項（Others）： 

デバイスサイズを更に小さくするために，今後はズ

ース MA6 によるフォトリソグラフィーに加えて，電子

ビーム露光装置（ELS-3700）を用いた微細加工を行う

予定である． 
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